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※概要（Summary）： 

 みずほ情報総研では、3 次元電子線リソグラフィシ

ミュレータ FabMeister-EL を開発している。これは、

レジスト中の電子の挙動ならびに化学反応をシミュ

レーションし、現像されたレジストのプロファイルを

時間ステップごとに再現することができるソフトウ

ェアであり、ナノテクノロジー関連企業、大学、官公

庁等幅広い利用をいただいている。このシミュレーシ

ョン精度を現実に近付けるため、東京大学の電子線リ

ソグラフィで描画したパターンを、東京大学微細構造

解析拠点の FESEM により観察し、シミュレーション

の参照形状とした。月に 1 度ずつ三田准教授ならびに

澤村支援員と定期的に会合を行ない、形状を再現する

裏付けとなる物理法則の議論を行ない、一定の精度が

得られる結論を得ることができた。 

 
※実験（Experimental）： 

微細加工東京大学拠点において、技術代行によって、

標準的な電子線レジスト ZEP-520A をシリコン基板

に 塗 布 し 、 加 速 電 圧 50kV 電 子 線 描 画 装 置

F5112+VD01 によって描画、現像した。 

 断面観察は、東大微細加工拠点の武田先端知ビルク

リーンルーム内での SEM では精細度が不足したため、

隣接する東大微細構造解析拠点の支援を仰ぎ、大塚技

官の協力によって SEM 観察を行った。このデータを

もとに、月１回のペースで打ち合わせを行い、どの物

理現象が支配的であるか、考察を行った。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 断面図は図 1 に示すように、幅 500nm、長さ 7mm

の矩形領域を 2 つ、20nm から 1,000nm 離して配置

したデータを用意して描画現像した。描画した時期

（H24 年 7 月）に、装置の若干の不具合（コラムの一部

品のチャージアップ）があったので、得られた孤立ライ

ンは 50nm までであった。 

 

図１ 得られたレジストパターン例 

 

 
※その他・特記事項（Others）： 

 定期的な会合で実加工形状とシミュレーション形状

を比較しながら議論することで、物理現象とシミュレー

ションモデルへの理解も深めることができ感謝してお

ります。今後も微細化が進展していくことを考えると更

なる設備・装置の充実に期待しています。 
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